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18M ビッ ト  (512 K × 36/1 M × 18) 同期式パイプライン DCD SRAM

特徴

■ 最大 200MHz までのバス動作をサポート

■ 提供速度グレード : 200MHz、 167MHz

■ パイプライン動作用レジスタ付入出力

■ 性能に最適化 ( ダブル サイクル選択解除 )

■ ウェイ ト  ステートなしの深度拡張

■ 3.3V コア電源 (VDD) 

■ 2.5V または 3.3V I/O 電源 (VDDQ)

■ 高速なクロック→出力時間 

❐ 3ns ( デバイス速度が 200MHz の場合 )

■ 高性能 3-1-1-1 アクセス速度を提供

■ インターリーブまたはリニア バースト  シーケンスに対応す
るユーザー選択可能バースト  カウンター

■ 独立したプロセッサとコン ト ローラー アドレス ストローブ

■ セルフタイム同期書き込み

■ 非同期出力イネーブル

■ CY7C1386KV33、CY7C1387KV33 は JEDEC 準拠の鉛フリー
100 ピン TQFP で提供

■ ZZ スリープ モード  オプシ ョ ン

機能の詳細説明

CY7C1386KV33 ／ CY7C1387KV33 SRAM は、 内部バースト

動作のために、高度な同期ペリフェラル回路および 2 ビッ ト  カ
ウンターを 512K ビッ ト × 36 と 1M ビッ ト × 18 SRAM セルに

組み込んでいます。すべての同期入力は、ポジテ ィブ エッジで

ト リガされるクロック入力 (CLK) で制御するレジスタにより取

り込まれます。 同期入力は、 すべてのアドレス、 すべてのデー

タ入力、 アドレス パイプライン チップ イネーブル (CE1)、 深

度拡張チ ッ プ イネーブル (CE2、 CE3)、 バース ト 制御入力

(ADSC、 ADSP、 と ADV)、 書き込みイネーブル (BWXBWE)、
およびグローバル書き込み (GW) を含みます。 非同期入力は出

力イネーブル (OE) 信号と ZZ ピンです。

アドレス ストローブ プロセッサ (ADSP) またはアドレス スト

ローブ コン ト ローラー (ADSC) がアクティブの時、アドレスと

チップ イネーブルはクロッ クの立ち上がりエッジで読み出さ

れます。 後続バースト  アドレスは、 アドバンス ピン (ADV) の
制御によって内部的に生成できます。

アドレス、 データ  入力、 および書き込み制御信号は、 セルフタ

イム書き込みサイクルを開始するために、 内部でレジスタに読

み込まれます。 デバイスはバイ ト書き込み動作をサポート しま

す ( 詳細については、5 ページの 「ピン配置」 と 9 ページの 「真

理値表」 を参照して く ださい )。 書き込みサイクルは、 バイ ト

書き込み制御入力の制御によって 1 ～ 4 バイ ト幅になります。

GWがアクテ ィブ LOW になると、すべてのバイ トが書き込まれ

ます。 このデバイスは、 追加のパイプライン イネーブル レジ

スタを内蔵しており、 これにより選択解除が実行された時に出

力バッファをオフにすることをも う 1 サイクル遅延させます。

この機能はシステム性能へ影響を与えずに深度拡張を可能にし

ます。

CY7C1386KV33 ／ CY7C1387KV33 は +3.3V のコア電源で動

作しますが、すべての出力は +3.3V または +2.5V 電源で動作し

ます。すべての入力と出力は JEDEC 標準規格と JESD8-5 に準

拠しています。 

セレクシ ョ ン ガイド

説明 200MHz 167MHz 単位

最大アクセス時間 3.0 3.4 ns

最大動作電流 × 18 158 143
mA

× 36 178 163
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論理ブロック図 – CY7C1386KV33
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論理ブロック図 – CY7C1387KV33
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ピン配置
図 1.  100 ピン TQFP (14 × 20 × 1.4mm) ピン配置 (3 チップ イネーブル ) 
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ピン定義

ピン名 I/O 説明

A0、 A1、 A 入力 -
同期

アドレス位置の 1 つを選択するために使用されるアドレス入力。ADSP または ADSC がアクテ ィブ LOW
であり、 CE1、 CE2、 CE3 がアクテ ィブと してサンプリングされた場合、 CLK の立ち上がりエッジでサン

プリング。 A1:A0 は 2 ビッ ト  カウンターに供給される

BWA、 BWB、

BWC、 BWD

入力 -
同期

バイ ト書き込み選択入力、 アクテ ィブ LOW。 SRAM へのバイ ト書き込みを実行するために BWE で有効

にする。 CLK の立ち上がりエッジでサンプリング

GW 入力 -
同期

グローバル書き込みイネーブル 入力、アクテ ィブ LOW。CLK の立ち上がりエッジで LOW にアサート さ
れた時、グローバル書き込みが実行される (BWX と BWE 上の値に関わらず、すべてのバイ トが書き込ま
れる )

BWE 入力 -
同期

バイ ト書き込みイネーブル入力、 アクテ ィブ LOW。 CLK の立ち上がりエッジでサンプリング。バイ ト書
き込みシーケンスを開始するためにこの信号を LOW にアサートすることが必要

CLK 入力 -
クロック

クロック入力。 デバイスへの全ての同期入力を取り込むために使用。 バースト処理中に、 ADV が LOW
にアサート された際のバースト  カウンターのインクリ メン トのためにも使用

CE1 入力 -
同期

チップ イネーブル 1 入力、 アクテ ィブ LOW。 CLK の立ち上がりエッジでサンプリング。 デバイスを選
択／選択解除するために CE2 と CE3 と併用。 CE1 が HIGH の場合、 ADSP は無視される。 CE1 は、新し
い外部アドレスがロード された時にのみサンプリングされる

CE2 入力 -
同期

チップ イネーブル 2 入力、 アクテ ィブ HIGH。 CLK の立ち上がりエッジでサンプリング。 デバイスを選

択／選択解除するために CE1 と CE3 と併用。CE2 は、新しい外部アドレスがロード された時にのみサン

プリングされる

CE3 入力 -
同期

チップ イネーブル 3 入力、 アクテ ィブ LOW。 CLK の立ち上がりエッジでサンプリング。 デバイスを選

択／選択解除するために CE1 と  CE2 と併用。CE3 は、新しい外部アドレスがロード された時にのみサン

プリングされる

OE 入力 -
非同期

出力イネーブル、 非同期入力、 アクテ ィブ LOW。 I/O ピンの方向を制御。 LOW の場合、 I/O ピンは出力

として機能。 HIGH にデアサート された時、 DQ ピンはト ライステートになり、入力データ  ピンと して機

能。 OE は、 選択解除の状態から移行後の読み出しサイクルの最初のクロックの間マスクされる

ADV 入力 -
同期

CLKの立ち上がりエッジでサンプリングされるアクテ ィブ LOW アドバンス入力信号。このピンがアサー
ト される時、 バースト  サイクルで自動的にアドレスをインクリ メン ト

ADSP 入力 -
同期

CLK の立ち上がりエッジでサンプリングされるプロセッサからのアド レス ス ト ローブ、 アクテ ィ ブ

LOW。 LOW にアサート された時、デバイスに入力されたアドレスはアドレス レジスタに取り込まれる。

A1:A0 はバースト  カウンターにもロード される。 ADSP と ADSC の両方がアサート された時、 ADSP の

みが認識される。 CE1 が HIGH にデアサート された時、 ADSP は無視される

ADSC 入力 -
同期

CLK の立ち上がりエッジでサンプリングされる、 コン ト ローラーからのアドレス スト ローブ、 アクテ ィ

ブ LOW。 LOW にアサート された時、 デバイスに入力されたアドレスはアドレス レジスタに取り込まれ

る。A1:A0 はバースト  カウンターにもロード される。ADSP と ADSC の両方がアサート された時、ADSP
のみが認識される

ZZ 入力 -
非同期

ZZ スリープ入力、 アクテ ィブ HIGH。 HIGH にアサート された時、 デバイスはデータの統合性が保持さ
れたまま非タイム クリテ ィ カルなスリープの状態に入る。 通常動作では、 このピンを LOW にする。 ZZ
ピンは内部プルダウン抵抗に接続

DQs、 DQPX
I/O-
同期

双方向データ I/O ライン。 入力として機能している場合、 CLK の立ち上がりエッジでト リガーされる内

蔵データ  レジスタに供給される。 出力として機能している場合、 読み出しサイクルの以前の クロック中

に供給されたアドレスにより指定されるメモリ位置に含まれるデータを送信。 このピンの入出力の方向

は OE で制御。OE が LOW にアサート された時、 このピンは出力として機能。 この信号が HIGH の場合、

DQs と DQPX はト ライステート状態になる

VDD 電源 デバイス コアの電源入力 

VSS グランド デバイス コアのグランド  

VSSQ I/O グランド I/O 回路のグランド  

VDDQ I/O 電源 I/O 回路の電源 
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機能の概要

すべての同期入力は、 クロックの立ち上がりエッジで制御され

る入力レジスタを通過します。 全てのデータ出力は、 クロック

の立ち上がりエッジで制御される出力レジスタを通過します。 

CY7C1386KV33 ／ CY7C1387KV33 は、リニアまたはインター

リーブ バース ト  シーケンスを使用するシステムでは二次

キャッシュをサポート しています。 リニア バースト  シーケン

スは、 リニア バースト  シーケンスを使うプロセッサに対応で

きるように設計されています。 バースト順序はユーザーにより

選択可能であり、MODE 入力をサンプリングすることで決定さ

れます。アクセスはプロセッサ アドレス ストローブ (ADSP) ま
たはコン ト ローラー アドレス ストローブ (ADSC) いずれか一

方で開始できます。バースト  シーケンスを介したアドレスの増

加は、 ADV 入力で制御されます。 2 ビッ トの内蔵ラップアラウ

ンド  バースト  カウンターは、 バースト  シーケンスの最初のア

ドレスを取り込んで、以降のバースト  アクセスでは自動的にア

ドレスをインクリ メン ト します。

バイ ト書き込み処理は、バイ ト書き込みイネーブル (BWE) とバ

イ ト書き込み選択 (BWX) 入力で制御されます。グローバル書き

込みイネーブル (GW) は全てのバイ ト書き込み入力を無効に

し、 すべての 4 バイ トにデータを書き込みます。 全ての書き込

み動作は、 内蔵のセルフタイム同期書き込み回路で単純化され

ます。

同期チップ セレク ト信号 CE1、 CE2、 CE3 と非同期出力イネー

ブル 信号 (OE) は、 容易なバンク選択および出力ト ライステー

ト制御を提供します。 CE1 が HIGH の場合、 ADSP は無視され

ます。

シングル読み出しアクセス

クロックの立ち上がりで次の条件が満たされると、 このアクセ

スが開始されます : (1) ADSP または ADSC が LOW にアサート

され、(2) チップ選択信号が全てアクテ ィブにアサート され、 (3)
書き込み信号 (GW、BWE) が全て HIGH にデアサート されます。

CE1 が HIGH の場合、ADSP は無視されます。アドレス入力に供

給されたアドレスは、 メモリ  コアに提供されながら、アドレス

増加論理ブロックとアドレス レジスタに保存されます。対応す

るデータを出力レジスタの入力へ伝播することができます。OE
がアクティブ LOW であれば、 次のクロックの立ち上がりエッ

ジで、データは tCO 以内に出力レジスタを介してデータ  バスに

伝播されます。 唯一の例外は、 SRAM が選択解除状態から選択

状態に復帰する時にのみ発生します。 SRAM の出力は最初のア

クセス サイクルの間常にト ライステートになります。最初のア

クセス サイクルの後、出力は OE 信号で制御されます。連続的

シングル読み出しサイクルがサポート されています。 

CY7C1386KV33 ／ CY7C1387KV33 は、 ダブル サイクル選択

解除のデバイスです、チップ セレク ト信号及び ADSP か ADSC
信号のクロック立ち上がりで SRAM が選択解除された後、出力

は次のクロッ ク立ち上がりの直後にト ライステートになりま

す。 

ADSP で開始されるシングル書き込みアクセス

クロックの立ち上がりで次の条件の両方とも満たされると、 こ

のアクセスは開始されます : (1) ADSPがLOWにアサート され、

(2) チップ選択信号がアクティブにアサート される。供給された

アドレスはメモリ  コアに提供されながら、 アドレス レジスタ

とアドレスを進める論理ブロックにロード されます。 書き込み

信号 (GW、 BWE、 BWX) および ADV 入力は最初のサイクル中

は無視されます。 

ADSP でト リガーされる書き込みアクセスは完了するのに 2 ク

ロック  サイクルを要します。GW が 2 番目のクロックの立ち上

がりエッジで LOW にアサート された場合、 DQx 入力に供給さ

れたデータは、メモリ  コア上の対応するアドレス位置に書き込

まれます。 GW が HIGH の場合、 書き込み動作は BWE と BWX
信号で制御されます。 

CY7C1386KV33/CY7C1387KV33 は、書き込みサイクル説明表

で説明されたバイ ト書き込み機能を備えています。 選択したバ

イ ト 書き込み入力を使ってバイ ト 書き込みイネーブル入力

(BWE) をアサートすると、所望のバイ トのみが選択的に書き込

まれます。 バイ ト書き込み動作中に選択されないバイ トは、 不

変のままです。 書き込み動作を単純化するためにセルフタイム

同期書き込みメカニズムが提供されています。 

CY7C1386KV33/CY7C1387KV33 が共通 I/O デバイスであるた

め、 データを DQ 入力に供給する前に、 出力イネーブル (OE)
を HIGH にデアサートする必要があります。このようにすると、

出力ド ライバーがト ライステートになります。 安全策と して、

OE の状態にかかわらず、 書き込みサイクルが検出される度に

DQ は自動的にト ライステートになります。

MODE 入力 -
スタテ ィ ック

バースト順序を選択。 GND に接続された場合、 リニア バースト  シーケンスが選択される。 VDD に接続
するまたはフローテ ィングのままにする時、 インターリーブ バースト  シーケンスが選択される。 これは
スト ラ ップ ピンであり、 デバイス動作中にスタテ ィ ックのままにすることが必要。 MODE ピンは内部プ
ルアップ抵抗に接続

NC – 未接続。 ダイに内部的に接続されていない

NC/(36M、
72M、 144M、

288M、
576M、1G)

– これらのピンは接続されていない。 36M、 72M、 144M、 288M、 576M および 1G の容量に拡張するため
に使用される

ピン定義 ( 続き )

ピン名 I/O 説明
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ADSC で開始されるシングル書き込みアクセス

次の条件が満たされると、 ADSC 書き込みアクセスは開始され

ます : (1) ADSC が LOW にアサート され、(2) ADSP が HIGH に

デアサート され、(3) チップ選択信号がアクテ ィブにアサート さ

れ、 (4) 書き込み入力 (GW、 BWE、 BWX) の適切な組み合わせ

が、 所望のバイ トへの書き込みを実行するためにアクテ ィブに

アサート さます。 ADSC でト リガーされる書き込みアクセスが

完了するのに 1 クロック  サイクルを要します。供給されたアド

レスはメモリ  コアに提供されながら、 アドレス レジスタ とア

ドレス増加論理ブロックにロード されます。ADV 入力はこのサ

イクル中に無視されます。 グローバル書き込みを行う場合、

DQX に供給されたデータはメモリ  コア上の対応するアドレス

位置に書き込まれます。 バイ ト書き込みを行う場合、 選択され

たバイ トのみが書き込まれます。 バイ ト書き込み動作中に選択

されないバイ トは、 不変のままです。 書き込み動作を単純化す

るためにセルフタイム同期書き込みメカニズムが提供されてい

ます。 

CY7C1386KV33 ／ CY7C1387KV33 が共通 I/O デバイスである

ため、データを DQX 入力に供給する前に、出力イネーブル (OE)
を HIGH にデアサートする必要があります。このようにすると、

出力ド ライバーがト ライステートになります。 安全策と して、

OE の状態にかかわらず、 書き込みサイクルが検出される度に

DQX は自動的にト ライステートになります。

バースト  シーケンス

CY7C1386KV33 ／ CY7C1387KV33 は A[1:0] によって供給され

る 2 ビッ トのラップアラウンド  カウンターを内蔵しています。

このカウンターはインターリーブまたはリニア バースト  シー

ケンスを実装しています。 バースト  シーケンスは MODE 入力

によりユーザー選択可能です。

クロックの立ち上がりで ADV を LOW にアサートすると、バー

スト  カウンターはバースト  シーケンスで次のアドレスに自動

的にインクリ メン ト されます。 読み出しと書き込みバースト動

作の両方がサポート されています。 

スリープ モード

ZZ 入力ピンは非同期入力です。 ZZ をアサートすると、 SRAM
は省電力スリープ モードに入ります。 このスリープ モードへ

の移行および復帰には 2 クロック  サイクルかかります。 この

モードでは、データの整合性が保証されます。スリープ モード

に入った時に保留中のアクセスは有効として見なされず、 動作

完了も保証されません。 デバイスはスリープ モードに入る前

に、選択解除する必要があります。ZZ 入力が LOW に戻った後、

CEs、 ADSP、および ADSC は tZZREC の間、非アクテ ィブのまま

にする必要があります。 

インターリーブ バースト  アドレス表

(MODE = 開放または VDD)

1 番目の
アドレス
A1:A0

2 番目の
アドレス
A1:A0

3 番目の
アドレス
A1:A0

4 番目の
アドレス
A1:A0

00 01 10 11

01 00 11 10

10 11 00 01

11 10 01 00

リニア バースト  アドレス表

(MODE = GND)

1 番目の
アドレス
A1:A0

2 番目の
アドレス
A1:A0

3 番目の
アドレス
A1:A0

4 番目の
アドレス
A1:A0

00 01 10 11

01 10 11 00

10 11 00 01

11 00 01 10

ZZ モード電気的特性

パラメーター 説明 テスト条件 Min Max 単位

IDDZZ スリープ モード  スタンバイ電流 ZZ ≥ VDD – 0.2V – 65 mA

tZZS デバイス動作から ZZ までの時間 ZZ ≥ VDD– 0.2V – 2tCYC ns

tZZREC ZZ 復帰時間 ZZ < 0.2V 2tCYC – ns

tZZI ZZ アクティブからスリープ電流開始まで このパラメーターはサンプリング – 2tCYC ns

tRZZI ZZ 非アクティブからスリープ電流終了まで このパラメーターはサンプリング 0 – ns
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真理値表

以下は CY7C1386KV33 及び CY7C1387KV33 の真理値表 [1、 2、 3、 4、 5] 

動作
使用され
ている

アドレス 
CE1 CE2 CE3 ZZ ADSP ADSC ADV WRITE OE CLK DQ

選択解除サイクル、 パワーダウン 無 H X X L X L X X X L–H ト ライステート

選択解除サイクル、 パワーダウン 無 L L X L L X X X X L–H ト ライステート

選択解除サイクル、 パワーダウン 無 L X H L L X X X X L–H ト ライステート

選択解除サイクル、 パワーダウン 無 L L X L H L X X X L–H ト ライステート

選択解除サイクル、 パワーダウン 無 L X H L H L X X X L–H ト ライステート

スリープ モード  、 パワーダウン 無 X X X H X X X X X X ト ライステート

読み出しサイクル、 バースト開始 外部 L H L L L X X X L L–H Q

読み出しサイクル、 バースト開始 外部 L H L L L X X X H L–H ト ライステート

書き込みサイクル、 バースト開始 外部 L H L L H L X L X L–H D

読み出しサイクル、 バースト開始 外部 L H L L H L X H L L–H Q

読み出しサイクル、 バースト開始 外部 L H L L H L X H H L–H ト ライステート

読み出しサイクル、 バースト継続 後続 X X X L H H L H L L–H Q

読み出しサイクル、 バースト継続 後続 X X X L H H L H H L–H ト ライステート

読み出しサイクル、 バースト継続 後続 H X X L X H L H L L–H Q

読み出しサイクル、 バースト継続 後続 H X X L X H L H H L–H ト ライステート

書き込みサイクル、 バースト継続 後続 X X X L H H L L X L–H D

書き込みサイクル、 バースト継続 後続 H X X L X H L L X L–H D

読み出しサイクル、 バースト停止 現行 X X X L H H H H L L–H Q

読み出しサイクル、 バースト停止 現行 X X X L H H H H H L–H ト ライステート

読み出しサイクル、 バースト停止 現行 H X X L X H H H L L–H Q

読み出しサイクル、 バースト停止 現行 H X X L X H H H H L–H ト ライステート

書き込みサイクル、 バースト停止 現行 X X X L H H H L X L–H D

書き込みサイクル、 バースト停止 現行 H X X L X H H L X L–H D

注 :
1. X = ドン トケア , H = 論理 HIGH、 L = 論理 LOW。

2. 1 つ以上のバイ ト書き込みイネーブル信号と BWE = L または GW = L の時、 WRITE = L です。 全てのバイ ト書き込みイネーブル信号、 BWE、 GW = H の時、

WRITE = H です。

3. DQ ピンは現行のサイクルと OE 信号によって制御されます。 OE は非同期で、 クロッ クと同期してサンプリングされません。

4. GW、 BWE、 または BWX の状態に関わらず、 ADSP がアサート されると、 SRAM は読み出しサイクルを開始します。 書き込みは、 ADSP に続く クロッ クサイ

クルで、 または ADSC のアサートにより行われます。 従って、 出力を ト ライステートにするために、 OE を書き込みサイクルの開始前に HIGH に駆動する必要

があります。 OE はその後の書き込みサイクルからは 「ドン ト  ケア」 です。 

5. OE は非同期で、 クロッ ク立ち上がり と同期してサンプリングされません。 これは、 書き込みサイクル中に内部的にマスキングされます。 読み出しサイクルで

は、 OE が非アクテ ィブになる、 またはデバイスが選択解除された場合、 全てのデータ  ビッ トはト ライステートになります。 OE がアクテ ィブ (LOW) になった

場合、 全てのデータ  ビッ トは出力として機能します。
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書き込み／読み出しの真理値表

以下は CY7C1386KV33 の真理値表です。 [6、 7]

CY7C1386KV33 GW BWE BWD BWC BWB BWA

読み出し H H X X X X

読み出し H L H H H H

バイ ト A 書き込み  – (DQA 、 DQPA) H L H H H L

バイ ト B 書き込み – (DQB 、 DQPB) H L H H L H

バイ ト B、 A 書き込み H L H H L L

バイ ト C 書き込み – (DQC、 DQPC) H L H L H H

バイ ト C、 A 書き込み H L H L H L

バイ ト C、 B 書き込み H L H L L H

バイ ト C、 B、 A 書き込み H L H L L L

バイ ト D 書き込み – (DQD 、 DQPD) H L L H H H

バイ ト D、 A 書き込み H L L H H L

バイ ト D、 B 書き込み H L L H L H

バイ ト D、 B、 A 書き込み H L L H L L

バイ ト D、 C 書き込み H L L L H H

バイ ト D、 C、 A 書き込み H L L L H L

バイ ト D、 C、 B 書き込み H L L L L H

すべてのバイ ト書き込み H L L L L L

すべてのバイ ト書き込み L X X X X X

書き込み／読み出しの真理値表

以下は CY7C1387KV33 の書き込み／読み出しの真理値表です。 [6, 7]

CY7C1387KV33 GW BWE BWB BWA

読み出し H H X X

読み出し H L H H

バイ ト A 書き込み  – (DQA 、 DQPA) H L H L

バイ ト B 書き込み – (DQB 、 DQPB) H L L H

すべてのバイ ト書き込み H L L L

すべてのバイ ト書き込み L X X X

注 :
6. DQ ピンは現行のサイクルと OE 信号によって制御されます。 OE は非同期で、 クロッ クと同期してサンプリングされません。
7. この表では、 バイ ト書き込みの組み合わせの一部のみを示します。 どの BWX の組み合わせも可能です。 書き込みは、 アクテ ィブになるバイ ト書き込み信号に応

じて適切に行われます。
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最大定格

最大定格を超えるとデバイスの寿命が短く なる可能性がありま
す。 ユーザー ガイドラインはテスト されていません。

保存温度 ....................................................–65°C ～ +150°C

通電時の周囲温度......................................  –55°C ～ +125°C

GND を基準とした VDD 上の電源電圧 ......... –0.5V ～ +4.6V

GND を基準とした VDDQ 上の電源電圧 ........ –0.5V ～ +VDD

ト ライステート状態の出力に
印加される DC 電圧 ............................ –0.5V ～ VDDQ+0.5V

DC 入力電圧 .........................................–0.5V ～ VDD + 0.5V

出力への電流 (LOW) .................................................... 20mA

静電気放電電圧
 (MIL-STD-883、 メ ソ ッ ド 3015 による ) ...............  > 2001V

ラッチアップ電流....................................................> 200mA

動作範囲

範囲 周囲温度 VDD VDDQ

民生用 0°C ～ +70°C 3.3V – 5% / 
+10%

2.5V – 5%～ 
VDD

中性子ソフ ト  エラー耐性

パラメー
ター

説明 テスト条件 Typ Max* 単位

LSBU
(ECC なし
のデバイス )

単一論理
ビッ ト反転

25°C 197 216 FIT/
Mb

LMBU 論理
マルチ ビッ ト  
アップセッ ト

25°C 0 0.01 FIT/
Mb

SEL シングル 
イベン ト  
ラッチアップ

85°C 0 0.1 FIT/
Dev

* テスト中に LMBU または SEL イベン トの発生無し ； 本項は χ2 分布の 95% 信
頼上限を示す。詳細は、アプリケーシ ョ ン ノート AN54908 「Accelerated Neutron
SER Testing and Calculation of Terrestrial Failure Rates」 を参照

電気的特性

動作範囲において

パラメーター [8、 9] 説明 テスト条件 Min Max 単位

VDD 電源電圧 3.135 3.6 V

VDDQ I/O 電源電圧 3.3V I/O の場合 3.135 VDD V

2.5V I/O の場合 2.375 2.625 V

VOH 出力 HIGH 電圧 3.3V I/O、 IOH = –4.0mA の場合 2.4 – V

2.5 V I/O、 IOH = –1.0mA の場合 2.0 – V

VOL 出力 LOW 電圧 3.3V I/O、 IOL=8.0mA の場合 – 0.4 V

2.5V I/O、 IOL = 1.0mA の場合 – 0.4 V

VIH 入力 HIGH 電圧 [8] 3.3V I/O の場合 2.0 VDD + 0.3 V V

2.5V I/O の場合 1.7 VDD + 0.3 V V

VIL 入力 LOW 電圧 [8] 3.3V I/O の場合 –0.3 0.8 V

2.5V I/O の場合 –0.3 0.7 V

IX 入力リーク電流
(ZZ と MODE を除く )

GND ≤ VI ≤ VDDQ –5 5 A

MODE の入力電流 入力 = VSS –30 – A

入力 =VDD – 5 A

ZZ の入力電流 入力 = VSS –5 – A

入力 =VDD – 30 A

IOZ 出力リーク電流 GND ≤ VI ≤ VDDQ、 出力が無効 –5 5 A

注 :
8. オーバーシュート : VIH(AC) < VDD + 1.5V ( パルス幅は tCYC/2 未満 )、 アンダーシュート : VIL(AC) > –2V ( パルス幅は tCYC/2 未満 )。
9. TPower-up: 少な く とも 200ms 以上での 0V から VDD(min) までの直線昇圧を前提としています。 この期間中は、 VIH < VDD、 VDDQ <VDD です。

http://www.cypress.com/?rID=38369
http://www.cypress.com/?rID=38369
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IDD VDD 動作時電源 VDD = Max、 IOUT = 0mA、
f = fMAX = 1/tCYC

5ns サイクル、
200MHz

× 18 – 180 mA

× 36 – 200

6ns サイクル、
167MHz

× 18 – 158

× 36 – 178

ISB1 自動 CE パワーダウン
電流 – TTL 入力

最大 VDD、 デバイス選択解
除、 VIN  VIH または
VIN  VIL、 f = fMAX = 1/tCYC

5ns サイクル、
200MHz

× 18 – 75 mA

× 36 – 80

6ns サイクル、
167MHz

× 18 – 75

× 36 – 80

ISB2 自動 CE パワーダウン
電流 – CMOS 入力

最大 VDD、 デバイス選択解
除、 VIN  0.3V または
VIN > VDDQ - 0.3V、 f = 0

すべての速度
グレード

× 18 – 65 mA

× 36 – 70

ISB3 自動 CE パワーダウン
電流 – CMOS 入力

最大 VDD、 デバイス選択解
除、 VIN  0.3V または
VIN > VDDQ - 0.3V、
f = fMAX = 1/tCYC

5ns サイクル、
200MHz

× 18 – 75 mA

× 36 – 80

6ns サイクル、
167MHz

× 18 – 75

× 36 – 80

ISB4 自動 CE パワーダウン
電流 – TTL 入力

最大 VDD、 デバイス選択解
除、 VIN  VIH または 
VIN  VIL、 f = 0

すべての速度
グレード

× 18 – 65 mA

× 36 – 70

電気的特性 ( 続き )

動作範囲において

パラメーター [8、 9] 説明 テスト条件 Min Max 単位
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静電容量

パラメーター 説明 テスト条件
100 ピン TQFP 
パッケージ

単位

CIN 入力静電容量 TA = 25 °C、 f = 1MHz、 
VDD = 3.3V、 VDDQ = 2.5V

5 pF

CCLK クロック入力静電容量 5 pF

CIO 入力／出力静電容量 5 pF

熱抵抗

パラメーター 説明 テスト条件
100ピンTQFP
パッケージ

単位

JA 熱抵抗 
( ジャンクシ ョ ンから周囲 )

テスト条件は、 EIA/JESD51 による、熱
インピーダンスを測定するための標準
的なテスト方法と手順に従う

無風時 
(0m/s)

37.95 C/W

空冷 (1m/s) 33.19 C/W

空冷 (3m/s) 30.44 C/W

JB 熱抵抗 
( ジャンクシ ョ ンからボード )

-- 24.07 C/W

JC 熱抵抗 
( ジャンクシ ョ ンからケース )

8.36 C/W

AC テストの負荷および波形
図 2.  AC テストの負荷と波形

出力

R = 317

R = 351
5 pF

JIG と
スコープ
を含む

(a) (b)

出力

RL = 50
Z0 = 50 

VT  = 1.5V

3.3V すべての入力パルス
VDDQ

GND

90%
10%

90%

10%

 1ns  1ns

(c)

出力

R = 1667

R = 1538
5 pF

JIG と
スコープ
を含む

(a) (b)

出力

RL = 50
Z0 = 50

VT  = 1.25V

2.5 V すべての入力パルスVDDQ

GND

90%
10%

90%

10%

 1ns  1ns

(c)

3.3V I/O テスト負荷

2.5V I/O テスト負荷
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スイッチング特性

動作範囲において

パラメーター [10, 11] 説明
-200 -167

単位
Min Max Min Max

tPOWER VDD (Typ) から最初のアクセスまで [12] 1 – 1 – ms

クロック

tCYC クロック  サイクル時間 5.0 – 6.0 – ns

tCH クロック HIGH 2.0 – 2.2 – ns

tCL クロック LOW 時間 2.0 – 2.2 – ns

出力時間

tCO CLK 立ち上がり後のデータ出力有効時間 – 3.0 – 3.4 ns

tDOH CLK 立ち上がり後のデータ出力ホールド時間 1.3 – 1.3 – ns

tCLZ クロックから Low Z まで [13、 14、 15] 1.3 – 1.3 – ns

tCHZ クロックから High Z まで [13、 14、 15] – 3.0 – 3.4 ns

tOEV OE LOW から出力有効まで – 3.0 – 3.4 ns

tOELZ OE LOW から出力 Low Z まで [13、 14、 15] 0 – 0 – ns

tOEHZ OE HIGH から出力 High Z まで [13、 14、 15] – 3.0 – 3.4 ns

セッ トアップ時間

tAS CLK 立ち上がり前のアドレス セッ トアップ時間 1.4 – 1.5 – ns

tADS CLK 立ち上がり前の ADSC、 ADSP セッ トアップ時間 1.4 – 1.5 – ns

tADVS CLK 立ち上がり前の ADV セッ トアップ時間 1.4 – 1.5 – ns

tWES CLK 立ち上がり前の GW、 BWE、 BWX セッ トアップ時間 1.4 – 1.5 – ns

tDS CLK 立ち上がり前のデータ入力セッ トアップ時間 1.4 – 1.5 – ns

tCES CLK 立ち上がり前のチップ イネーブル セッ トアップ時間 1.4 – 1.5 – ns

ホールド時間

tAH CLK 立ち上がり後のアドレス ホールド時間 0.4 – 0.5 – ns

tADH CLK 立ち上がり後の ADSP、 ADSC ホールド時間 0.4 – 0.5 – ns

tADVH CLK 立ち上がり後の ADV ホールド時間 0.4 – 0.5 – ns

tWEH CLK 立ち上がり後の GW、 BWE、 BWX ホールド時間 0.4 – 0.5 – ns

tDH CLK 立ち上がり後のデータ入力ホールド時間 0.4 – 0.5 – ns

tCEH CLK 立ち上がり後のチップ イネーブル ホールド時間 0.4 – 0.5 – ns

注 :
10. タイ ミングのリファレンス電圧レベルは、 VDDQ = 3.3V の場合は 1.5V であり、 VDDQ = 2.5V の場合は 1.25V です。

11. 特記されていない限り、 テス ト条件は 13 ページの図 2 の (a) に示す通りです。

12. このデバイスは電圧レギュレータを内蔵しています ； tPOWER は、 読み出しまたは書き込み処理が開始される前に、 VDD(minimum) を超えた電源を供給する必要が
ある時間です。

13. tCHZ、 tCLZ、 tOELZ、 および tOEHZ は 13 ページの図 2 の (b) に示した AC テスト条件で指定されます。 遷移は定常状態での電圧 ± 200mV の電圧レベルで測定され
ます。

14. 全ての電圧と温度において、 同じデータ  バスを共用する際の、 SRAM 間のバス競合を回避するために、 tOEHZ は tOELZ より小さ く 、 tCHZ は tCLZ より小さいこと
が必要です。 これらの仕様は、 バス競合条件を意味せず、 最悪の場合のユーザー条件において保証されるパラメーターを反映しています。 デバイスは、 同じシ
ステム条件の下で LOW Z の前に HIGH Z を達成するように設計されています。

15. このパラ メーターはサンプリングされ、 すべてのデバイスで試験されるわけではありません。
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スイッチング波形
図 3.  読み出しサイクル タイ ミング [16]
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注 :
16. この図では、 CE が LOW の場合、 CE1 は LOW、 CE2 は HIGH、 CE3 は LOW です。 CE が HIGH の場合、 CE1 は HIGH、 または CE2 は LOW、 または CE3 は

HIGH です。



CY7C1386KV33
CY7C1387KV33

文書番号 : 001-98231 Rev. *A ページ 16/23

図 4.  書き込みサイクル タイ ミング [17、 18]
スイッチング波形 ( 続き )

注 :
17. このブロック図では、 CE が LOW の場合、 CE1 は LOW、 CE2 は HIGH、 CE3 は LOW です。 CE が HIGH の場合、 CE1 は HIGH、 または CE2 は LOW、 また

は CE3 は HIGH です。

18. フル幅の書き込みは、 GW が LOW になる、 または GW が HIGH、 BWE が LOW、 BWX が LOW になると開始できます。 
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図 5.  読み出し／書き込みサイクル タイ ミング [19、 20、 21]

スイッチング波形 ( 続き )

tCYC

tCL

CLK

ADSP

tADHtADS

ADDRESS

tCH

OE

ADSC

CE

tAHtAS

A2

tCEHtCES

Data Out (Q) High-Z

ADV

Single WRITE

D(A3)

A4 A5 A6

D(A5) D(A6)Data In (D)

BURST READBack-to-Back  READs

High-Z

Q(A2)Q(A1) Q(A4) Q(A4+1) Q(A4+2)

tWEHtWES

Q(A4+3)

tOEHZ

tDHtDS

tOELZ

tCLZ

tCO

Back-to-Back
WRITEs

A1

 BWE, BWX

A3

DON’T CARE UNDEFINED

tCYC

tCL

CLK

ADSP

tADHtADS

ADDRESS

tCH

OE

ADSC

CE

tAHtAS

A2

tCEHtCES

Data Out (Q) High-Z

ADV

Single WRITE

D(A3)

A4 A5 A6

D(A5) D(A6)Data In (D)

BURST READBack-to-Back  READs

High-Z

Q(A2)Q(A1) Q(A4) Q(A4+1) Q(A4+2)

tWEHtWES

Q(A4+3)

tOEHZ

tDHtDS

tOELZ

tCLZ

tCO

Back-to-Back
WRITEs

A1

 BWE, BWX

A3

DON’T CARE UNDEFINED

注 :
19. このブロック図では、 CE が LOW の場合、 CE1 は LOW、 CE2 は HIGH、 CE3 は LOW です。 CE が HIGH の場合、 CE1 は HIGH、 または CE2 は LOW、 また

は CE3 は HIGH です。

20. 新しい読み出しアクセスが ADSP または ADSC により開始されない限り、 データ  バス (Q) は書き込みサイクルの後 HIGH Z になったままです。

21. GW は HIGH です。
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図 6.  ZZ モード  タイ ミング [22、 23]

スイッチング波形 ( 続き )

tZZ

I SUPPLY

CLK

ZZ

tZZREC

ALL INPUTS

(except ZZ)

DON’T CARE

I DDZZ

tZZI

tRZZI

Outputs (Q) High-Z

DESELECT or READ Only

注 :
22. ZZ モードに入る時、 デバイスを選択解除する必要があります。 デバイスを選択解除するための全ての可能な信号条件については、 サイクル説明表をご参照

ください。
23. ZZ スリープ モードを終了する時、 DQ 信号は High Z 状態になります。
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注文情報

この表には、 現在供給可能な部品のみを示します。 お探しのものが見つからない場合は、 最寄りの販売代理店にお問い合わせく だ
さい。 詳細は、 サイプレスのウェブサイ ト www.cypress.com にアクセスし、 製品概要のページ http://www.cypress.com/products
を参照して下さい。 

サイプレスは、 事業所、 ソリューシ ョ ン センター、 メーカー代理店および販売代理店の世界的なネッ トワークを保持しています。
お客様の最寄りのオフ ィスについては、 サイプレスの http://www.cypress.com/go/datasheet/offices をご覧ください。

注文コードの定義

速度
(MHz) 注文コード

パッケージ図 製品とパッケージ タイプ 動作範囲

167 CY7C1386KV33-167AXC 51-85050 100 ピン TQFP (14 × 20 × 1.4mm) 鉛フリー 民生用

CY7C1387KV33-167AXC

200 CY7C1386KV33-200AXC 51-85050 100 ピン TQFP (14 × 20 × 1.4mm) 鉛フリー 民生用

温度範囲 : X = C 
C = 民生用 = 0°C ～ +70°C

X = 鉛フリー ; X なし  = 有鉛

パッケージ タイプ : XX = A 
A = 100 ピン TQFP

速度グレード : XXX = 167MHz または 200MHz

V33 = 3.3V VDD

プロセス技術 : K = 65nm

製品 ID: 13XX = 1386 または 1387 
1386 = PL、 512Kb × 36 (18Mb) 
1387 = PL、 1Mb × 18 (18Mb) 

テク ノロジー コード : C = CMOS

マーケティング コード : 7 = SRAM

会社 ID: CY = サイプレス

CY 13XX K - XXX XX XV33 XC7

http://www.cypress.com
http://www.cypress.com/products/
http://www.cypress.com/go/datasheet/offices
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パッケージ図
図 10. 100 ピン TQFP (14 × 20 × 1.4mm) A100RA パッケージ図、 51-85050

51-85050 *E
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略語 本書の表記法

測定単位略語 説明

CE Chip Enable ( チップ イネーブル )

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor 
( 相補型金属酸化膜半導体 )

FBGA Fine-Pitch Ball Grid Array 
( ファイン ピッチ ボール グリ ッ ド  アレイ )

I/O Input/Output ( 入力／出力 )

LMBU Logical Multiple-Bit Upsets 
( 論理マルチ ビッ ト  アップセッ ト )

LSB Least Significant Bit ( 最下位ビッ ト )

LSBU Logical Single-Bit Upsets 
( 論理シングル ビッ ト  アップセッ ト )

MSB Most Significant Bit ( 最上位ビッ ト )

OE Output Enable ( 出力イネーブル )

SEL Single Event Latch-Up 
( シングル イベン ト  ラッチアップ )

SRAM Static Random Access Memory 
( スタテ ィ ック  ランダム アクセス メモリ )

TQFP Thin Quad Flat Pack
( 薄型クアッ ド  フラ ッ ト  パッケージ )

TTL Transistor-Transistor Logic
( ト ランジスタ  - ト ランジスタ  ロジック )

記号 測定単位

°C 摂氏温度

k キロオーム

MHz メガヘルツ

µA マイクロアンペア

µs マイクロ秒

mA ミ リアンペア

mV ミ リボルト

mm ミ リ メートル

ms ミ リ秒

ns ナノ秒

 オーム

% パーセン ト

pF ピコファラッ ド

ps ピコ秒

V ボルト

W ワッ ト
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改訂履歴

文書名 : CY7C1386KV33 ／ CY7C1387KV33、 18M ビッ ト  (512K × 36/1M × 18) 同期式パイプライン DCD SRAM
文書番号 : 001-98231

版 ECN 変更者 提出日 変更内容

** 4837735 HZEN 07/23/2015 これは英語版 001-97893 Rev. ** を翻訳した日本語版 001-98231 Rev. ** です。

*A 5013026 HZEN 11/19/2015 これは英語版001-97893 Rev. *Bを翻訳した日本語版001-98231 Rev. *Aです。
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本書で言及する全ての製品名および会社名は、 それぞれの所有者の商標である場合があります。
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© Cypress Semiconductor Corporation, 2015. 本文書に記載される情報は、 予告な く変更される場合があります。 Cypress Semiconductor Corporation ( サイプレス セミ コンダクタ社 ) は、 サイプ
レス製品に組み込まれた回路以外のいかなる回路を使用することに対して一切の責任を負いません。サイプレス セミ コンダクタ社は、特許またはその他の権利に基づく ライセンスを譲渡すること
も、 または含意することもありません。 サイプレス製品は、 サイプレスとの書面による合意に基づく ものでない限り、 医療、 生命維持、 救命、 重要な管理、 または安全の用途のために使用するこ
とを保証するものではな く、 また使用することを意図したものでもありません。 さらにサイプレスは、 誤作動や故障によって使用者に重大な傷害をもたらすことが合理的に予想される生命維持シ
ステムの重要なコンポーネン ト と してサイプレス製品を使用することを許可していません。 生命維持システムの用途にサイプレス製品を供することは、 製造者がそのような使用におけるあらゆる
リスクを負う ことを意味し、 その結果サイプレスはあらゆる責任を免除されることを意味します。 

すべてのソース コード  ( ソフ トウェアおよび／またはファームウェア ) はサイプレス セミ コンダクタ社 ( 以下 「サイプレス」 ) が所有し、 全世界の特許権保護 ( 米国およびその他の国 )、 米国の著
作権法ならびに国際協定の条項により保護され、 かつそれらに従います。 サイプレスが本書面によりライセンシーに付与するライセンスは、 個人的、 非独占的かつ譲渡不能のライセンスであり、
適用される契約で指定されたサイプレスの集積回路と併用されるライセンシーの製品のみをサポートするカスタム ソフ トウェアおよび／またはカスタム ファームウェアを作成する目的に限って、
サイプレスのソース コードの派生著作物をコピー、 使用、 変更そして作成するためのライセンス、 ならびにサイプレスのソース コードおよび派生著作物をコンパイルするためのライセンスです。
上記で指定された場合を除き、 サイプレスの書面による明示的な許可な く して本ソース コードを複製、 変更、 変換、 コンパイル、 または表示することはすべて禁止します。 

免責条項 : サイプレスは、 明示的または黙示的を問わず、 本資料に関するいかなる種類の保証も行いません。 これには、 商品性または特定目的への適合性の黙示的な保証が含まれますが、 これに
限定されません。 サイプレスは、 本文書に記載される資料に対して今後予告な く変更を加える権利を留保します。 サイプレスは、 本文書に記載されるいかなる製品または回路を適用または使用し
たことによって生ずるいかなる責任も負いません。 サイプレスは、 誤作動や故障によって使用者に重大な傷害をもたらすことが合理的に予想される生命維持システムの重要なコンポーネン ト と し
てサイプレス製品を使用することを許可していません。 生命維持システムの用途にサイプレス製品を供することは、 製造者がそのような使用におけるあらゆるリスクを負う ことを意味し、 その結
果サイプレスはあらゆる責任を免除されることを意味します。 

ソフ トウェアの使用は、 適用されるサイプレス ソフ トウェア ライセンス契約によって制限され、 かつ制約される場合があります。 

セールス、 ソリューシ ョ ンおよび法律情報

ワールドワイ ド販売と設計サポート

サイプレスは、 事業所、 ソリューシ ョ ン センター、 メーカー代理店および販売代理店の世界的なネッ トワークを保持しています。
お客様の最寄りのオフ ィスについては、 サイプレスのロケーシ ョ ン ページをご覧く ださい。
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車載用 cypress.com/go/automotive

クロック  & バッファ cypress.com/go/clocks

インターフェース cypress.com/go/interface

照明 & 電力制御 cypress.com/go/powerpsoc

メモリ cypress.com/go/memory

PSoC cypress.com/go/psoc

タ ッチ センシング cypress.com/go/touch

USB コン ト ローラー cypress.com/go/USB

ワイヤレス／ RF cypress.com/go/wireless

PSoC® ソリューシ ョ ン
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PSoC 1 | PSoC 3 | PSoC 4 | PSoC 5LP
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